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１．概要（Summary） 

データセンター内光インターコネクション用途に向けた

シリコンフォトニクス技術が活発に研究されている。Ge 受

光器はシリコンフォトニクスで広く用いられているが、化合

物半導体受光器と比べて暗電流が大きいことが課題とな

っている。暗電流の原因としては、Ge 中の結晶欠陥や表

面欠陥を介したリーク電流が想定される。これを解決する

ため、我々は貼り合わせ Ge-on-Insulator (GeOI)基板と

Ge 酸化膜パッシベーションを組み合わせた低暗電流 Ge
受光器の研究をすすめている。 

 
２．実験（Experimental） 

高速大面積電子線描画装置 
ステルスダイサー 
電子顕微鏡 
 

【実験方法】 
各種導波路やグレーティングパターンなどを高速大面

積電子線描画装置を用いて直接描画し、エッチング等の

加工を施すことで Ge 受光器を作製した。また作製したウ

ェハをステルスダイサーを用いて各チップに切り出した。

作製したチップは電子顕微鏡を用いて構造観察した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
素子作製プロセスを Fig. 1 に示す。貼り合わせで作製

した GeOI 基板をパターニングし受光器部となるメサを形

成する。その後、アモルファスシリコンを堆積、導波路状に

加工することで、アモルファスシリコン導波路と結合した

Ge 受光器を作製した。表面を Ge 酸化膜でパッシベーシ

ョンすることで低暗電流動作を実証することに成功した。ま

たアモルファスシリコン導波路を突き合わせたハイブリッド

光集積回路プラットフォームを初めて提唱し、その実現可

能性を示すことに成功した。 
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Fig. 1 Fabrication procedure. 
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